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Uktad tranzystorowy z ujemna rezystancja dynamiczna

Przedmiotem wynalazku jest uktad tranzystorowy z ujemng rezystancja dynamiczna, przeznaczony zwtasz-
cza do pracy w stabilizatorach napiecia jako odpowiednik diody Zenera.

Dotychczas nie s3 znane jednotranzystorowe uklady z ujemng rezystancja dynamiczng, bedace odpowied-
nikami diody Zenera, to znaczy posiadajace kontrolowane napigcie zatamania charaterystyki napigciowo-prado-
wej. Znane uktady tranzystorowe z ujemna rezystancja dynamiczna ztozone z tranzystoréw i rezystoréw zawie-
raja co najmniej dwa tranzystory. Napigcie zatamania charakterystyki napigciowo-pradowe;j tych uktadéw nie
jest doktadnie okreslone. Z tego powodu uktady te nie sg stosowane jako odpowiedniki diod Zenera. Diody
Zenera stosowane do stabilizacji napiecia charakteryzuja si¢ dodatnia rezystancja dynamiczna, powigkszang na
ogét przez elementy kompensacji cieplnej. Jako réwnowazne elementy do diod Zenera wykorzystywane sg
pojedyncze ztacza p—n tranzystoréw krzemowych. Struktura tych uktadéw jest identyczna jak przy zastosowa-
niu diod Zenera.

Celem wynalazku jest opracowanie uktadu o wtasnosciach stabilizujacych nie gorszych niz diody Zenera
oraz o ujemnej rezystancji dynamicznej, za$ zagadnieniem technicznym jest skonstryowanie prostego uktadu
tranzystorowo-rezystorowego o tych wtasnosciach.

Zagadnienie to zostato rozwiazane przez skonstruowanie uktadu, w ktérym kolektor krzemowego tranzys-
tora typu n-p-n, polaczono poprzez pierwszy rezystor z ujemnym biegunem Zrédta napigcia zasilania i poprzez
drugi rezystor z baza tranzystora, a emiter tranzystora potaczono z dodatnim biegunem Zrédta napigcia zasilania.
Przy zastosowaniu tranzystora p-n-p struktura potaczen nie ulega zmianie, zmienia si¢ tylko podiaczenie do
Zrédla zasialania na przeciwne.

Zasadnicza zaleta uktadu wedtug wynalazku jest prosta struktura potaczen nadajaca si¢ do scalania, oraz
doktadnie okredlone napigcie poczatku charakterystyki napigciowo-pradowej o ujemnej rezystancji dynamiczne;j.
Zasadniczg korzyscia techniczna wynikajaca ze stosowania uktadu wedtug wynalazku jest mozliwos¢é kompen-
sagji rezystancji dynamicznej elementéw stosowanych do kompensacji termicznej. Inng korzyscia jest mozliwosé
stosowania uktadu wedtug wynalazku w stabilizatorach napigcia i pradu, w uktadach generacji drgari i do odttu-
mienia obwoddéw rezonansowych.



2 77 050

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia schemat
elektryczny uktadu tranzystorowego z ujemna rezystancja dynamiczng na zaciskach baza-emiter.

W uktadzie wedtug wynalazku koletor 1 krzemowego tranzystora 2 typu n-p-n jest potaczony poprzez
rezystor 3 z uyjemnym biegunem Zrédta napiecia zasilania i poprzez rezystor 4 z bazg 5 tranzystora 2, a emiter 6
tranzystora 2 jest polaczony bezposrednio z dodatnim biegunem Zrédta zasilania. Zaciski wyjéciowe uktadu
stanowi baza 5 i emiter 6 tranzystora 2.

Na zlgcze baza-emiter 5—6 krzemowego tranzystora 2 typu n-p-n pbprzez rezystory 3 |4 jest podawane
napigcie zasilajgce o wartodci wigkszej ni2 warto$é napiecia przebicia ztgcza baza-emiter. W wyniku tego naste-
puje przenikanie tunelowe elektronéw w ztgczu baza-emiter i pojawia si¢ prad bazy § ktdry na rezystorze 4
wytwarza ré2nicg¢ potencjatéw. Powstata réznica potencjatéw polaryzuje ztgcze kolektor-baza 1-6 w kierunku
przewodzenia, co powoduje, ze cz¢$¢ pradu emitera 6 pltynie przez kolektor 1, co wiaZe sig z kolei ze zmniejsze-
niem szeroko$ci ztgcza baza-emiter 5—6 iobnizeniem napigcia na tym ztaczu. W ten sposéb przy rosngcym -
pradzie bazy 6 iemitera 6 uzyskuje si¢ malejace napigcie na zigczu baza-emiter 5—8. Odpowiada to ujemnej
rezystancji dynamicznej na zaciskach baza-emiter 6~6. Napigcie przebicia ztgcza baza-emiter 6—6 jest okreslone
przez technologi¢ wykonania tranzystora 2 i jest zmieniane przez dobdr szerokodci tego ztgcza. |

Zastrzezenie patentowe

Uktad tranzystorowy z ujemng rezystancja dynamiczng, sktadajacy si¢ z krzemowego tranzystora typu
n-p-n irezystoréw, znamienny tym, Ze kolektor (1) krzemowego tranzystora (2) typu n-p-n jest potaczony
poprzez rezystor (3) z ujemnym biegunem Zrédta napigcia zasilania i poprzez rezystor (4) z bazg (5) tranzystora
(2), a emiter (6) tranzystora (2) jest potaczony z dodatnim biegunem Zrédta napigcia zasilania.
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